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Ta invenoién se refiere a wn método de producir un
disposgitivo semicondctor que comprande un ouerpo de silicio
semioonductor con &l menos un elemento de ocircuito semiocon=-
dactor para el que estd dlspuesta una cepa de Sxido de sili-
olo junto el ouerpo de sillioeio, hebiendose obtenido la capa
de 6xido de siliclo sustemcialmente plama por un tratemiento
de oxidacién como superfioie del ousrpo de silicio y habien-
dose llevado a la forma de una oapa con dibujo de éxido de
siliolo, después de lo ousl se somete la parbte de la super-
fioie no cubierta por la capa con dibujo a tratamientos oon
el fin de obtener ol elemento de eircuito. La invenciln se
refiere tambiem a un dispositivo semioondustor fabricado por
el método.

Se utilizan con frecuenaia métodos de este tipo, en-

tre otreas cosas, para la fabricacidén de los dispositivos

‘semi oonduetorses llamsdos planos,

La ocapa de dxido prevista para el elemento de ol roui=
to tiene una funci én esencial con respecto al elemento de
eirouito.

Esta capa de éxido puede servir por ejemplo, de &is-
lamiento eléotrico entre el ocuerpo de silicio y un conduetor
eléotrico dispuesto sobre la capa de 6xido ¥ conectado a uwna
zona del elemento de oirouito. Ademés, puede aplicarse la
capa de 8xido pare mejorar laes propiedades superfieiales
del ocuerpo,de siliclo y, por tanto, las propiedades eléetri-
cas del elemento de oirculto, en ouyo caso la espa de éxi do
oubre al menos las partes de la superficie del ocusrpo de siw
lioio en qus al menos uno de Los planos de wién pn del ele=-

mento de eirouito corta la superficie de silicio, Durante

la fabrioaocidn, la egpa de éxido puede ls;%h?dbmzoara Do~
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ra la i fusién.

 En los métodos oconocldos del tipo indicado se elimi-
na localmente la ocapa de éxido eplicada, de modo e se ob~
tiene una oepa con dibujo de bxido de siliolo., ILuggo se some-
te la parte de la superfiocile de silicio no cublerta por el
dibujo a tratamientos conoeidos en la téonioca de los semioon~
dquotores, por ejemplo, un tratamlento de difusidn, y & la
aplicacién de un contacto eléetrico con el fin de obtenor el
elemento de cireuitfo,

En sus diversos usos dlohos métodos saponen Giversas
difioultades. En una delgada cepa de éxido pueden preactiocar-
go ventanas ataocdndola quimleemente con gram exaectitud. Sin
embargo, esta exactitud disminuye oonforme las capas de éxi-
do son més grueses, ya que durante el atague qu:f-mico se eli~
mina el dxido no solo en la direceidn del grosor de la eapa
de éxldo, sino temblen en direcciones latersles, mientras
que el ataque quimico lateral sumenta eon un grosor oreclen-
te de la capa de éxido. Este abague quimico leteral limita
las dimensiones minimas obtenibles de una ventana & practi-
car en la ocapa de éxido, Con respecto a la formacién exacta
de un dibujo, se desea una capa de éxldo de grosor ninimno,

Sin embargo, por otras razones, se desea con frecuen-
cia una ospa de Sxido més gruesa, por ejemplo, para obtener
un eislemiento sabisfactorio entre un eondustor a proporoio-
nar & la oepa de éxido y el ocuerpo de silioio y/o redueir
el minimo la ocepacidad entre este conductor y €l ouerxpo de
silioio, Adends, una delgeda oapa de éxido se estropea fieil-
mente ocuando se conecta un alambre & un condustor dispuesto
gobre la oapa de éxido.

La superficie de un dispositivo semiconductor plamo
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que tenga un ocusxpo de siliocio con una ogpa de Sxido de si-
lioio provista de condu cbtores es preferiblemente tan plana
como sea posible, Las irregnlaridades son debidas, enbtre
otras cosas, a las aberturas practicadas en la cepa de dxi-
do a través de cuyas aberturas estén oconeotados los condio-
tores el ouerpo de sillicio. Im los bordes de estas abertu-
ras pueden producirse lrregalari dades y deterioro de los con~
duetores, sobre todo ouando estas eberturas estén practioca=-
das en una capa de éxido méds grussa.

Diches ventajas y desventajas de las ompas de éxido
més gruesas y méds delgadas conducen en la préotica con fre-
ougneia a un compromlso respecto del grosor de la capz de
dxido, en ouyo oaso no se resuelve satisfactoriamente ningu-
na de las difioultades,

En los métodos del tipo indiocado se obtiene usual-
mente, al menos, una unién pn del elemento de cirouito di=-
fundiendo una impureza en el ouerpo semioconductor a través
de la gbertura de la capa de éxido, Entonses se obtiene una
unidn pn en forma de cope, que estéd fuertemente curvada en
los bordes y que esté oeroa de estos bordes eproximadamente
en éngulo reocto con la superfioie del cuexpo de siliocio y
la capa de éxido, Esto supone dos desventajas., La fuerte oux~
vaturs de la unién pn afecte adversamente a la tensién de
pexrforacién de la unién. Como en los bordes la unién pn es-
t4 eproximadesmente en dngulo reoto con la capa de éxido,
pusde producirse durante el funcionamiento del elemento de
oirouito un desplazamiento de los iones sobre la superfiocle
de la oapa de éxido, ouyos iones son précticesmente inevita-
bles, lo que da por resultado la inestabilidad del elemento
de oirenito. Por tanto, es desesble con frecuencia una unidn

345702
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pa plana,

Ta invencidn tiene por objeto oxear un método del
tipo indicado, en el que se evitan al menos parcialmente
las difiocultades mencionadas que se presenteam en los méto dos
conoci dos, Otras ventajas del método de aenerdo con la in-
venoidn resultarén evidentes de lo que sigue. |

De acuerdo con la invenocidn, un método deserito em
el preémbulo se ceracteriza porque se dispone una oapa oon
divujo de dxido de siliocio embubtida en el ouerpo de silisio
en al menos parte de su grosor enmascarendo la superficle
sustancialmente plane del ocwerpo de sillicio localmente cone
tra la oxidaclén durante el proceso de oxidaeidn.

Como la ospa con dibujo de éxido de silicio estéd
embutida en sl menos parte de su grosor en el ocuerpo de si-
licio, pueden obtenerse, por el método de acwerdo oon la in-
venel én, elementos de eirouito semiconductores mds planos
que por los métodos oonooidos, adn ocuando se anplee una ce~
pe de éxido gruesa; Ademds, la oapa de éxido de silicio se
eplica directemente an forma de una capa con didbujo, de mo-
do que no es necesario abtacar quimiocamente la acapa de éxido
para obbener ol dibujo, lo que sSupone una ventaja como resul-
tard evidente de lo anterior, particulsarmente en el ocaso de
oepas de éxido gruesas,

Para la protececi én contra la oxidacién se utiliza
preferiblemente una oaspa de un material que tiene un grosor
que es menor que el de la cspa con dibujo de éxido de sili-
cio & gplicar, Esta oapa delgada de enmascaramiento puede
llevarse a la forma de una capa con dibujo por ataque quihi-
60 o pulverizaocién catddl oa mds exactemente que una oapa de

éxido més gruesa., Eg ventajoso enmascerar el overpo de sili-
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olo localment e oontra la oxidacién aplicando una oepa de ni-
trure de silicio, Pueden ubilizarse obtros mabteriales de en-
mascaramiento, por ejenplo, slgunos metales tales como el
platino y el rodio. Sin embargo, cl enmascaremiento por me-
dlo de dichos metales es considerablemente menos resigtente
a las albas temperaturas, por ejemplo, 1.000% ¢ o més, que
inbervienen en los tratemlentos convencionales de oxidasidn,
en los gue, por ejemplo, se hace pasar oxigeno himedo sobre
¢l ouexpo de siliocio aproximademente & presic'?n atmosfurioea.

81 se provee localmente a un ocuesxpo de silicioc Ge
una capa de éxido de silicio por oxidaeidn, la capa de dxi-
do de silicio con dibujo resultante se embube en parve de
su grosor en el ocuexrpo de sillcio. Sin embargo, 8e prefiere
interrampir el tratamiento de oxidacién &l menos uwna vez
y retirer la oapa de éxido de silicio ya obbtenida durambe
la intermupoidn en al mmnos parte de su grosor, por ejemplo,
por ataque quimico. Asf, pusde embutirse el dibujo resulben-
te, similar a una capa, en el ocuerpo de silicio en una pare
e mucho mayor de m grosor o inoluso en todo su grosor.

Gomo resulterd evidente de lo sanbterior, la invencidn
es partiocularmente importante para la splicacidén de una capa
gruesa ocon dibujo, por ejemplo, con un grosor de al menos
0,5 mioras. Preferiblemente se gplica un dibujo similar a
ua oapa embubtido en al menos 0,5 mioras de su grosor en el
ocuexrpo de silicio.

Bs muy importente cualguier realizacidn del método
de acuerdo ocon la invenoi 6n, en la que oon ayuda de la mnés~
cara se le dote a una oapa con didujo de dxido de silioio
de &l menos una abertura, fun cuendo se emplee una oapa grug

se de Oxido, esta abertura puede Ser muy peguefia ya que al '
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contrario, los métodos oonoeidos, no es necesario praotioar:
la abertura en la capa de éxido por ataque quimico. La més-
cara formada por ejemplo, por una delgada capa de nitmro

de silioio puede apliocarse oon precisidn oon gyuda de proce-
dimientos foto-litogréficos en forma de uno o més puntos pe-
quefios, Ademds, la gbertura obtenida no es una pequefia aber-
tura profunda que haga muy dificil el establecimiento de un
oontacto, ya que el dibujo estéd embubtido en el ouewpo de
silieclo.

La méscara puede eliminarse completamente de la su-
perficie del ocuerpo de siliocio en la sbertura, & cuys super-
fioie puede apllcarse en la ebertura una capa de mebai ocon
el fin de obtensr un diodo de Schottky (un diodo que compren~-
de una unién de metal semiconductor), en el que para permi-
tir el establecimiento de un contasto eléotrico dicha capa
de metal se extlende més alléd de la abertura y sobre la oa-
pa de dxido de silicio,

De acuerdo con obra realizacidn, se retira la mésoca-
re de la superficie del arerpo de silicio en la abertura y
Se proporelona une unién pn por la difusidn de una impureza
@ el ouerpo de silicio a travéds de la sbertura y se splioa
una capa de metal a la superfiocle descublerta, cuya ospa de
metal se extiende més alléd de la sbertura sobre la cepa de
dxido de silicio con el fin de pemmitir el estsblecimiento

de una conexidén eléotrice. De esta manera puede obtenerse

u dlodo pn muy pequeiio.

Debido & que la ocapa de éxldo puede ser gruesa sin
que se produzoan dificultades, la capa de éxido de silielo
pusde ser un aislaniento satisfactorio entre el conductor

de la oapa de éxido y el cuerpo semiconductor mientras que
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durente la conexidn de un conductor a la oapa de mebal hay
wn pequeiio riesgo de estropear la gruesa capa de dxido.

Una realizacién muy importante del método de acusrdo
oon la invenel én se caracterize porgue despuds de la rotira-
de de al menos parte de la mésocara desde la superfieie del
ouoxpo de silioclo en las ebertures, se dispone una wnién pn
en e ouerpo de silicio por la difusién de una impureza en
la superfiole expuesta del auerpo de silicio, esbtando dicha
wnién situada & uwna profundidad desde la superficie menor
gue la profundidad en la que se embube la ocspa con dibujo
en ol cusrpo e siliocio. De esta manera es posible obtener
une unidn pn susbtancielmente plana, oeuyo pleno es aproxima=
demente paralelo & las superficies de la capa de 8xido de
siliocio, mientras que, no obstente, estd limitada en el boxre-
de por la capa de dxido. Asi, se limitan el desplazamiento
de iones y la reducoidn de la tensidn de perforacidn debido
a la fuerte ourvatura del plemo de la unién pn anteriormente
menoi onada.

Antes de la difusidn de la impureza, puede retirarse
toda la méscara, mientras gue despuds de la eplicaocién de
la unidn pn y con ayuda de una méscara de difusidn se difun-

de una impureza en parte de la saperfioie del ouerpo de sili-

olo et la abertura de la oapa con dibujo para proporeionar

una segunia unidn pn a una profundidad menor que la de la
wnidn pn ya formada, Esto da por resultado una estruotura
plena de trensistor pnp o npn, una de ocuyas uniones pn es
sustanel almente plana.

Ademds, la méscara puede retirarse solo parcialmente
mtes de la difusién, mientras aie después de la difusidn y
despuds de la aplioapién de une ospa de dxido de siliclo por

o 345702
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un proceso de oxidacién en la sbertura de la superfiocie no
cubierta por la parte restante de la méscara, cuya capa de
éxido es mds delgade gue la oapa con dibujo y estd embutida
en 8l menos parte de su grosor en el ouerpo de siliclo, se
retire la parte restente de la méscare mientras que en la su-
perficie desoublerta se difunde una impureza para obtener
une unidn pn que forme una prolongacién de la unién pn ya for-
mads, asf como una impureza para obtener una Segunda unuidn
pn & une profundidad en el ocusrpo de silieio menor que dicha
prolongacién y que la profundidad en la que la capa de dxido
més delgada esté embutida en el cuerpc semiconductor, Asf, es
posible obbener una estmeturs de transistor con una unién

de emisor sustancialmente plana y una zona de base ocuya par-
e situada por debajo de la zona de anisor es mas delgada

que la parte restante de la zona de base.

Se prefiere equipar la cspa con dibujo de dxido de
silicio con &l menos una ocapa de metal aue estd conectada de
menere usugl a una zona obtenida por difusién de una impure-
za, y oonectar un condwtor a dicha capa de metal.

Una realizacidén muy importente del método de acuerdo
con la invenoidn para obtener un circuito semicondustor mono-
litico, que comprende un cuerpo de siliclo, una superfioie
del ocual esté revestida con una capa aislante, sobre ouya ca-
pa se eplica un sistema de pistas condwuotoras, ouyo sistema
estd ooneotado a través de aberturas de la cepa aislante a
zonas adyaoentes a la oapa aislante de al menos dos elemen-
tos de oircuito dispuestos en el cuerpo de silicio, mientras
que el sistema de pistas conductoras tiene &l menos uns zona
de oontacto para sonectar un condustor al sigtema, Se carac-

teriza porque se equipa la superfioie del ocuexrpo de siliecio

3470
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con una capa con dibujo de éxido de silicio, despuds de lo
cugl con syuwda de una oapa aislente eplicada a la parte

de la saperficie no oublerta por el dibdbujo, siendo esta ca-
pa aislente més delgeda que el dibujo y estando Junto a €1,
se disponen en el cuerpo de silioclo las zonas de los el emen-
tos de ciroculto adyacente a esta ospa aislante, despuds de
lo cual sobre la capa mislante, consistente en la capa ocon
dibujo, ¥ la capa aislante mds delgada se dispone el siste-
ma de pistas conductoras, estendo las zonas de conbacto de
este sistema dispuestas sobre la aspa ocon dibujo,

En la fabriocaocidn de circuitos semicondnotores mono-
1{tic0os es muy deseable oon frecuencia utilizar una cupa
aislente delgada, por ejemplo, de éxido de silicio o de ni-
truro de silicio, en la que, sin embargo, durante el esta-
bleoimien‘bo de una oonexidn entre un conductor y una zona de

cont acto del sistema de pistas conductoras sobre la capa

alslente puede estroperarse esta delgada capa aislante, de

modo que puede formarse un coriooircuito entre el condustoxr
de oconexidn y el cuempo de sllicio. La capa aislente puede
tembien estropearsge ocusndo se ensaya el dispositivo semicon-
ductor preparado, en cuyo caso se spriebten las espigas de
contacto contra las zonas de contacto, En la préotica, esto
produce una gran cantidad de rechazos, Utilizando, de acuer-

do con la inveneidn, una cape con dlbujo para obtener una

‘capa alslente con una parbte engrosade en la zona de la oapa

ocon dibujo y disponiendo las zonas de conbtacto sobre la capa
con dibujo, pueden eviterse en esencla completamente los re-
chazos,

Ta invencidn es ademds importente para la febrioca-

oidn de dispositivos semiconductores en los que se utilize
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un ousrpo de silicio qus estd formado por wna capa de sili-
elo aplicads a un soporte. En la capa de siliclio se forma
coxi freouencia una pluralidad de elementos de olrouito para

producir un cirouito inbegrado. Si se requiere alslax entre

g8l los elementos de eircuito, se hacen con frecuencla sarcos

a través de la oapa de siliclio entre los elementos de olroui

“to, de modo que subdivide la cape de slliclo. Una desrente-

ja esencial de ello es que los suroos introducen irregula-
ridades en el dispbsitivo a febricar, Fl aislamiento puede
obtenerse ademds disponiendo dos wniones pn entre los ele-

mentos de elrecuito., Sin embargo, esto puede dar lugar & una

_acolén pardsita de tramsistor. Otre realizacidn importente

del. método de acuerdo con la invencidn se carmeteriza por=
que el cusrxpo de silicio de partida consiste en una oapa de
silicio gplicada a un soporte, mientras que el prosceso de
oxidacidn para obtener la capa con dibujo de dxido de sili-
cio se continda hasta que la oapa aon dibujo se extiende por
todo el grosor de la oapa de silielo, divididndose la ocapa
de siliclo en una pluralidad de partes seperades entre si
por la capa con dibujo. En dichas partes, pueden disponerse
elementos de clrcuito qus estén aislados eléotricamente unos
de otros por la capa con dibujo.

La invencidn se refiere ademds & un dispositivo se-
micondustor que comprende un cuerpo de silieio que tiene
una ospa con dibujo de éxido de silicio embutida en dicho
cuerpo an al menos parte de su grosar, y que ha sido fabri-
cado siguiendo un método de acuerdo con la invencidn,

Se desoribirdn ahora con referencia al dibujo algu-
nas realizaciones del método de acwerdo con la invenoidn.

Lag figuz-as 1 a 4 muestren diagremdtiocamente vistas

n. 345702
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en seceidn transversal de un diodo Schottky en diversas
etapas de su fabricacidn por uh método de aouerdo con la in
vencidn.

Ia figura 5 es wna vista diagramdtica en seccidn
transversal de un diodo pn ¥

La figure 6 es una vista diagramitiocs en secclén
transversel de un transistor febricado por un método de
acuerdo con la invencién.

Ias figuras 7 a 9 son visbtas diesgramdticas en seo-
oién transversal de una parbte de un ocuerpo semiconductor en
diverses etapas de la fabricacidn por un método de eouerdo
con la invencidn, en el que se obtiene una estrusture de
transistor.

Ia figura 10 es wna vista diagramdtica en plenta de
wn oirouito de oristal febricado por un método de acuerdo
con la invenoldn, _

Ia figura 1l es unsa vista diagramébtica en secclén
transversal tomada por la lfnea XI-XI de la figura 10.

La figura 12 es una vista disgramética en seccién
transversal tomada por la lfnea XII-XII de la figura 10.

La figura 13 es una vista diagramdtioca en seccidén
transversal de un cuerpo de soporte que soporia una ospa de
siliolo provista de una capa con dibujo de dxido de silieio
apliocada por un método de acuerds con la invencidn.

En las realizaciones sigulentes se hace uso de la

diferencia en las veloclidades de atague quimico del nitruro

"de silicio, éxido de silicio y un éxido mixto de plomo y si-

licio (vidrio de plomo) por los agentes de atague quimico
siguientes:

Acido fluoxhidrico (50f%) 5 l} 5 ? @ 2

-12 =
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Velooidad de ataque quimico del nitruro de siliclo (aplica-
do sl cuexpo de silicio celentando este ouerpo a aproxima-
demente 1.00080 en wna mezole gaseosa de SiE, ¥ N’HB)- apro~
ximademente 0;3 z/seg.

Velooidad de etague guimico del éxido de silicio-aproxima-
dsmente 300 X/seg.

En doido fluozhfdrioo més diluido se redusen las velooida-
des de ataque quimico. _
Agemto P de ataque quimico. Este es un lfquido de ataque
quimico consistente en 15 partes de doido fluorbidrieo (50%)
10 partes de HNO, (70 %) y 300 partes de egua. ) 7
Velooidad de ataque quimico del dxido de siliocio-aproxima-
damente 2 X/seg. _ A
Velocidad de ataque qufmico del vidxrlo de plomo-aproximade=
mente 300 ﬁ/seg.

Ejemplo 1

Este ejemplo se refiere a un método de fabzfi gcar un
dispositivo semiocondustor 20 (vease la figura 4), que com~
prende uwn cuexpo de silicio 1 con un diodo de Schottky oon
wa unién 11,3 metal-semioconductor en la superficis 10 del
cuprpo de siliclo 1, mlentras que se dispone une cape de
éxido de silioio enfrente del diodo de Schottky. La capa de
de éxido de silieio sustancislmente plana gse obtlene por un
proceso de oxidacién en la superficie del cuerpo de siliecio
1, y se transforms en una oapa con dlbujo 8 de éxido de si-
lieio, despuds de lo oual se somete a tratamierto la parte
de superficie 10 no oubierta por la capae con dibujo con el
fin de obtener el elenento de cirocuito. En esta realizascién

esto slgnifica la aplicacidn de una oapa 1l de metal para

345702

obtener el diodo de Schottky.
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En los métodos conooidos se recubre completamente
la superficie del cuerpo de silicilo con una oapa de dxido
de silicio, después de lo ousl se hace una abertura en la
oapa de éxldo con el fin de obtener el dibujo, por ejemplo
por ataque quimico, aplicdndose subsiguientemente en la
sbertura la unién de metel-gemiconductor. De acuerdo con la
invencidn, se aplios directamente una capa -con dibujo de
éxido de silicio 8, cuya capa se embute en ol cuerpo de si-
1ieio 1 en al menos parte de su grosor enmescarando losal-
mente la superficie de silicio omtbra el proceso de oxida-
ol én.

Bl material de partida es un cuerpo de silicio 1
(véase la figura 1), que consiste en una oblea 2 de siliocio
conductor del tipo n con wuna resistividad de aproximedemente
0,01 Ohm,om y un grosor de aproximadamente 200 mleras, sobre
1la gue se desarrolla epitaxialmenbte una capa de silioio 3 del
$ipo n con una i‘esistividad de eproximadamente 1 ohm. om y
un grosor de aproximedemente 4 mioras,

Les otras dimensiones del cuserpo de silicio son po-
co oritfcas, Usualmente se escoge el ocuerpo 1 con dimensio-
nes smplias paras permitir la prod’uocién de un gran ndmero
de elementos de eircuito lado a lado, en una ‘sola operacién
mlentras que log elementos de eirouito separados se obtie-

nen subdividiendo el cusrpo de siliclo. Por razones de sen-

oillez, se desoribird en lo que sigue la fabricacidn de so=

lamente un elemento de cirouito.

Se dota a la oape 3 de una -mascara formada por una
capa 4,5 de un material resistente a la oxidacién eon un gro
sor que es menor que el del dibujo 8 a: aplicar. Se prefiexe
aplioar una oapa 4,5 de nitruro de silicio., La oapa 4,5 de

345702
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nitruro de silioclo puede gplicarge de una maners conve
nal ocalentando el ecuerpo 1 a aproximademente 1.0002 en una
meéxola gaseosa de SiH, y NHz. Ta oape 4,0 puede teﬁer un
grosor de sproximademente 0,1l mleras.

De una manera convenclonsl, por ejemplo, utilizando
wn método foto=litrogrdfico, se retira parcialmente la capa
4, 5 de modo que puede obtenerse un disco 5 redondo, dolga-
do, exactamente definido y muy pequeilo.

Subel guientemente haoiendo pasar vepor de agua con
we prosién de 1 atmosfera sobre el ouexpo 1 a aproximade~
mente 1.1002C se splica un dibujo de éxido de silieio. Des-
pu.és de dos'horas se interrumpe el proceso de oxidacién,

Se obtiene entonces una capa de éxido 6 (figura 2) con un
grosor de sproximademente una micra, ouya capa se embute
en el cuerpo 1 en aproximedamente 0,5 micras,

Durante la interrupoidn del proceso de oxidaoién,
se retira la ocapa de Sxido resultente 6 en todo su grosor
atacdndola quimicemente con doido fluorhidrioco, Iuego se
repite el proceso de oxidacién precedente y se obtiene un
dibujo de 1 micra de grosor de éxido de silicio 8 (figura
5) consistente en una capa de dxido plena que tiene una
gbertura 7, embutiéndose dicho dibujo en el ocusxpo de sili-
elo en sustancialmente todo su grosor.

Después se oalienta el cueipo 1 a una temperatura
de aproximadamente Y002C durante aproxixﬁadamnte b minutos
en presencia de un ouei'po de dxido de plomo mentenido cex-
ca del disco de enmascaremjento 5, por ejemplo, & una dis-
tancia de aproximademente 0,3 mm. Bl nitruro de silielo
del disco 5 es as{ convertido en vidrio de plomo, EL vidrio
de plomo se disuelve por ataque gquimico en dicho sgente de

ataque quimico durante aproximadamente 1 minuto,
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Iuego se retira completamente la mascera 5 de la su
perficie 10 del cusrpo 1 en la gberbura 7 y se dota a esta
superfioclie 10 de una ospa de oro 1l ocon al £in de obbtener
el diodo de Schotlky y, con el fin de permitir el estable-
oimiento de un contasto eléetrico, esta capa de metel 11 se
extiende tembién sobre la capa de éxido 8. Ia capa de metal
5 puede tener un didmetro de 20 micras y pusde apliocarse
de una manera convencional, por ejemplo, por depdsito sl va-
por,

Ie conexidén eléotrica a 1ls capa 8 se establece fijan
do de umea maners conoccida un conduoctor 12 a la ocapa de oro
11, Esta oonexién es faciliteda por la planiocidad sustancisl
de la capa de oro 11, ya que el dibujo 8 estd embutido en
el ouexpo 1,

EL cuerpo 1 puede asegurarse de wns manera convel-
clonel, por ejemplo, soldéndolo o aleandolo a una placa de
soporte 13 de metal que sixve de segunda oonexidn eléotri~.
oce para el diodo de Schottky.

Ejemplo 2

Se dota a un ouerpo de siliclo de tipo p con una re-

‘sistividad de 25 ohm.om y un grosor de aproximadamente 200
‘mioras de la menera desorita en el ejemplo pracedente de un
dibujo embutido en el ouwexpo de siliocio (2L) (figura 5) en
;sustancialmante todo su grosor y formado por ﬁna capa plene
.23 de 6xido de silioclo provista de una ebertura 22 y que tig

ne un grosor de sproximadamente 1 micra. La sbertura tiene
en egte ocaso wa dlémetro de aproximedemente 100 nl oxas,

De le menera anteriormente deserita, se retira la
méscara de la superficie 24 del ouerpo de silieio 21 en la
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sbertura 23 y por difusidén de una impureza en la superfiocie
24 .ge dispons una unidn pn 25 en el cuerpo de siliecio, des-
puds de lo oual se aplica a la superficie 24 una ocapa de me-
tal 26.

8i la ebertura 22 es pequeiia, la csapa de metal 26,
del mismo modo descrito en el ejemplo preocedente, puede ex-
tenderse sobre la oepa de éxido 23 con el fin de propoxsio-
ner una superficie sufioientemente grande para la conexlén
de un conductor.

Ta unidn pn 23 estd situada a una profundidad desde
la superficie 24 menor que la profundidad en que se embute
el dibujo 23 en el ouerpo de silicio 21. La unidn pn 25 se
heoe, por ejemplo, a la profundidad de 0,7 mioras, por une
difueién cornvencional de fésforo, de modo que se forma la
zona 28 de tipo-n. Esto da por resaltadec una unién pn 25
sustancialmente plena, ouyo borde esté, no obstante, en oon-
teoto con la capa de dxido 23.

Dospuds de que se limpia la superficie 24, se aplica
la ospa de conbaoto de aluminio 26 de una manera convenocio-
nel, por ejmplo, por deposito al vepor, de modo que se ob=-
tiene un contacto sustancialmente dhmico, EL cuerpo se fija
de una manera convenclonel & une placa metédlica 27 que tem~
bien constituye un contacto, Ademés, puede conectarse un con-

ductor a la oapa de contaocto 26. As{ se obtiere un dlodo pn,

‘Tos diodos febricados por este método tienen una tensién de

pexforaci én de ap roximadsmente 200 voltios, mientres que los
diodos hechos del mismo meterisl de la manera convenolonal
gsometidos & los mismos tratamientos témicos (oxldaolones,

di fusiones) tienen una tensién de perforacidn de no més de
345702

100 voltios.

- 17 =



24,11,67

lo

15

20

25

50

Te diferencia en las tensiones de perforacién es
debida &l hecho de que los diodos de acuexrdo con la inven-
o1én tienen una unidn pn sustaneialmente plana, mientras
que el diodo hecho por la témica convencionsl de Los semi-
condnotores planos tiene una unidn pn curva y de forma de

oopa.

Ljemplo 3

Una estructura de tremsistor npn o pnp puede obte~
nerse de la manera signiate.

Despuds de que se retira la mésocara de la superfi-
ole 34 (figara 6), del cuerpo de silicio 31 en la abertura
93 del dibujo embutido 32, y des;;u.és de la gpli cacidn de la

‘unién pn 35 sustancialmente plana de la menera deserita en

el ejemplo precedente, se dota a la superfioie 34 de una
méscara de difusidén. Esta mdscera de difusién puede estar
fomeada por una cspa de Jdxido de silicio 41 con un grosor
de aproximedemente 0,3 mieras y con una abertura 37, Esta
méscara de 4ifusidn pusde aplicarse de una memera convencio=
nel por difuslén de una impureza a través de la sbertura 37;
la seganda unidn pn 36 estd formada & una profundi dad menor
qus la wnidén pn 35 ya formada, siendo el resultado la estruc-
tura pnp o npn. De la menera conooida en la téanica de los

sericonductores planos la capa de dxldo 32 estd provista de.

‘unes ocepas de metal 40 y 39 que estén conectadas a través

de unas aberfuras 38 y 37 a las zones difundidas 46 y 45, li-

mitadas por las uniones pn 35 y 36, mientras que los conduo-

‘tores 44 y 43 estén conactados a las oepas de metal 40 ¥y 39,

EL cuerpo 3L se £ija a la placa de metal 42 qus sl xve de

ocontaoto, La estruotura de transigbor tiene una znién pn 35
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sustanciglment e plana que puede servir de unién de colector
de emimor, mientras que la unién pn 36 sirve de unidn de
emisor o de unién de colector, respectiveamente.

Leas pertes del cusrpo semloonductor 31 gue acomodan
las uniones 35 y 56 pueden ser una oapa de siliecio desarro-
llada epitaxislmente, mientras que el dibujo &2 puede exten~
derse por todo el grosor de esta capa, Puede obbtenerse enton-
ces la estrmoetura correspondiente a una estructura de mese
epitaxiel, En el caso de wn transistor, el dibujo de dxido
de slliocio 32 puede btener venbajosamente un grosor mayor
(por ejemplo, & mioras) que en el oaso de un diodo, de ma-
nera que la unién plena puede estar & una profandidad mayor,
dejendo libre més espacio para el acomodo de una segunda
unién pn.

Como las ospas de mebal 39 y 40 ge exbienden sustan-
oialmente sobre el dibujo grueso 38, la capacitancia entre

estas cepas de metal y el ouexpo 3L es pequeila,

Ederplo 4

Se deseribird shora como puede obtenerse con gyuda
de un método de acuerdo con la imvencidn wn trenststor que
tiene una unidn de emisor susbtencielmente plana, y una zona
de base, ouya perte situada por debajo de la zona de emisor
es més delgada que la perbe restante de 1a zona de basa. De
marers Similar a la desorita en los ejemplos precedentes,
se dota &l ouerpo de silieio 50 (figura’?) de un dibujo em=-
butido formado por una oapa de dxido de siliclo 51 que tie-
ne uwna abertura 58, en la que se utiliza la oepa de enmasoa~
remiento 49, 53 de nitruro de silicio, IEntoneces se retira

parcialmente el enmascaramiento, de modo que se deja libre
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una parte 53 de forma de disco de la mésocara 49, 53.

Esto puede llevarse a cabo ocomo sigue: se recubrs
la parte 55 de une menera convencional con una capa de alu-
minio gque tiene un grosor de aproximadenente 0,1 mloras,
Luego ge retira con alto vaocio la parte 49 de la ocepa 53
por un método de pulverizaocidn catédica conocido en la téo-
nioca. El dibujo 51 se hace asi ligeremente mds delgado. Des-
puds se retira aluminio de la parte 53 por atague quimico
con doido nitrico.

El dibujo 51 puede tener un grosor de aproximada-
mente 2 mioras. Por difusién de una manera convencionsl, de
una impureze en el ocuerpo 50, se dispone la unién pn 54, por
ojemplo, a una profundidad de 1,5 mioras, Por oxidacidn en
los lugares no ocubiertos por la mdsoara 53, se dispone una
capa de éxido de silicio 55 (véase tambien la figura 8) en
la abertura 52 sobre la superfiocie no cublexrta por la médsoa~
ra 53, La oapa de dxido 55 es mds delgada gue el dibujo 51
¥y puede tener un grosor de 1 micra y estd embutida en €l
ouerpo de siliclo 50 en sproximademente 0,5 mioras. Asf, la
oapa de dxido 55 forma un dibujo embutido en ol cuerpo en
la mitad de su grosor y con una abertura 56,

Se retira la mdscara 53 de la memera anteriormente

desorita y se difunde una impureza en la superflicie descu-

‘bierta 57 para obtener uns unidn pr 58, que forma una pro-

longacién de la unidn pn 54 ya obtenida. La unidn pn 58 pue-
de encontrarse a wne profundidad de sproximadamente 0,6 mi-
oras., Ademds, se difunde una impureze de marera 0onvencional
ocon el fin de obtener una 'seglmda unidn pn 59. a una profun-

dldad, por ejemplo, de eproximademente 0,3 mioras en el ouer

po 50, menor que la unién pn prolongads 54, 58, siendo diohé
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profundided menor que agquella en la que ostéd embubida la ca-
pa de dxido 55 en €l cueipo de silicio 50.

Despuds de la limpieza de la sbertura 56 y después
de la provisién de la abertura 60 (figura 9) de una manera
convencionsl, se disponen la ogpa de contacto 61 de emisor
¥ la capa de contacto 62 de bhase, por ejemplo, depositendo
aluminio desde la fase de vepor. Sobre el lado inferior del
ouerpo 50 puede disponerse el contacto 66 de colestor. Pue=
den oconectarse conduectores a las parties de las capas de me-
tal 61l y 62 que se extienden sobre el dibujo grueso 5l,

Il transistor resultante tiene una unién pn 59 sus-
tencialmente plana y wna zona de base 65 con una parte del-
gada situeda por debajo de la zona de emisor 64.

De esta memera puede obtenerse transistores, que
son adecuados para altas frecuencias y tienen una baja re-
sistencia en serlie de base, en los que las capas de oontao-
to 6L y 62 se extienden sobre el dibujo grueso 51 de modo
que la oceapaoci tancia entre estas ocapas de sontacto y el cuer-

po 50 es pequsiia.

Ejomplo 5

Este ejenplo se refiere a un método para la fabrica-
oldn de un cirecuito semiconductor monolftico que tiene un
cuerpo de silieio 70 (figuras 10, 11 y 12) una superfiele
del cual estd recublerta con una eapa aislante 71, 90 sobre
la que esté dispuesto un sistema de pistas conductoras 72 a
75, que estdn conectadas a través de las aberturas 76 a 80
de la oapa alslante 71 a las zZonas 8L a 84 junto a la capa
aislente 71 y asociadas oon dos elementos de oirocuito, es

deocir, el transistor con las zonas de emisor, base y colec~
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tor 8L, 82 y 83, respeotivamente, y un elemento de resi sten-
ola que tlene una zona 84, La zona 85 esté dispuesta de una
menere oconvenoional solo para fines de aislamiento. El siste-
ma de pistas conductoras 72 a 75 comprende unas zonas de con-
tacto 86 a 89, para permitir la conexién de conductores al
gistema. Por razones de dlaridad solo se muestra un oconduc-
tor en la figura 12, a sabsr, el condustor 91 que esté coneo-
tado a la zona de contacto 87.

De acuerdo con la lmveacidn, se dota primeramente
a la superficie del cuerpo de siliecio 70 de una capa con di-
bujo de éxido de silicioc 90, gue se embubte preferiblemente
en todo su grosor en el ocuerpo de silieio 70. El dibujo 90
que tiene la forwa de una tira puede tener wun grosor de al
menos 1 miore,

De una menera comvencional en la témica de los se-
miconductores plamos y con gyuda de una capa aislanbe 71,
que es mis delgada gue el dibujo 90 y se enouentra junto al
didbujo 90, se disponen dichos elementos de treamsistor y re-
sistencia, Las zonas 83 y 85 pueden Adisponerse antes de la
splicacién de la capa alslante 71, 90, mientras que las zo-
nas 8L, 82 y 84 se aplicen después de disponerse la capa
siglante 71, 90. La delgada capa aislanbte 71 puede tener un
grosor de eproximadamente 0,4 mlioras, Este pequefio grosor se
ubilize con frecueneia en la téonica de los semiconductores
plenos para una ogpa aislante. Luego se splica de manera
convenoiongl al sistema de pisfas oconductores 72 a 75, mlien-
tras que se epliocen las zonas de contacto 80 a 89 sobre el
dibujo grueso 90, Las pistas oondueloras con las zmas de
conbacto estén hechas ususlmente de aluminio, y es préetica-

mentie ineviteble que se forme una delgada capa de éxido de
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aluminio sobre el aluminio, En el procedimiento convenclo~
nal de fabricacidn se ensaya el dlspositivo semiecondustor
resultante oprimiendo espigas de combtasto contra las zonas
de contaoto 86 a 89 ocon une fuerza suficlente para hacerlas
penetrar en la capa de 6xido de aluminio. Asf, es protable
que se estropee una ocgpa alslante aituada por debajc de
las zonas de contacto de grosor conveneionsel, por ejemplo,
de sproximadamente 0,4 micras. EL dibujo grueso 90 »eduvce
el riesgo de tal deterioro, Ademés, el riesgo de deterioro
es mucho menor ouando los conductores (91) estdn ocoreotados
a las zonas de contasto (87) . Para varlios oirocuitos es ade-
mds importente que la capacitencia entre el ouerpo de sili-
olo (70) y las zonas de contacto (86-89) sea menor debido
al dibujo grueso (90).

La delgada capa aislante 71 consiste en dxido de si-
liolo y puede splicarse de una manera oonvenoclonal despuds
de la retirada de la mésoara, que se utiliza de una menera
anteriormente desorita para la apliocacidn del dibujo 90, pg
ra proteger la superficie de siliecio localmente contra la
oxidacién, La delgada capa 71 puede consistir también en es
te material de enmascaramiento, por ejemplo, si esta mdsoara
oconsiste en nitruro de silidlo,

Resultard evidente que pusden disponerse en el ocuer-
po de silialo més y/u obros elementos de olrouito, tales co-
mo diodos y trensistores de efecto de campo, El dlibujo 90
puede temer formes bastante diferentes y puede estar forme-
do por un amillo que rodea la delgade capa alslanbte, mien-
tras que sus zonas de contaocbo ostdn distribuides sobre es-
te anillo. El dibujo puede extenderse ademés por debajo de

una pista conductora que puede ser util cuando la oapaciban
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ola entre la pista y el cuerpo de silicio tiene que se pe-~

queiia,

Ejemplo 6

Los dispositivos semiconductores de hoy dfa =ze haoen
con frecuenocia de un cuerpo de silial o de partida formado
por una oapa de siliclo aplicada a un soporte; El sopurie
consi sbe usualmnte en mabteriel aislante, por ejemplo, Alz
O3. La capa de silicio, que puede ser polioristelina, o sus-
tancialment e monoeristelina, puede aplicarse al soporte por
el deposito de silicio., En la capa de silicio puede dispo-
nerse una pluralidad de elenmentos de cirecuito tales vomo
diodos, transistores de efeoto de campo del tipo que btiens
un eleotrodo de puerta eléetrieca aislado, y resistencias.

Lo capa de silid o puede estar provista de una capa aislan-
te, por ejemplo, de éxido de silicio, sobre la que se dis- _
pone de una menera desorite em el ejenplo precedente un sis-
teme de pistas conduoctoras conectadas a los elemsntos de
cireuito,

Los elementos de ciroulbo de la capa de siliclo pue-
den estar alslados eléotricemente unos de otros por una dise-
posicidn de surcos abiertos por ataque quimico en la caps,
subdividiéndose la capa en una pluralidad de partes, cada
ung de las cudles puede conbener un elemenbto de eireuito.
Esto tlene la desventaja de que, debido & los sureos, la
superficie del dispositivo ya no es plana, mientras que bta-
les suroos pueden dar luger a oaminos de fugas eldotriocas.

Si la capa eos del primer tipo de condus tividad, pue-
de obbenerse el aislamiento aplicando una disposicidén de z0
nas del tipo opuesto de conductividad, que se extienden por
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todo el grosor de la oapa, dividiendose as{ la capa en una

i !
it
L
1

i

h.
4 ol l"‘»‘.‘
pluralidad de partes del primer tipo de condustivided que
pueden ooxt ener un elemnto de cirvouito y que estén separa-
das entre 8{ por las zonas del tipo opuesto de conduativie
dad. Sin embargo, en este caso las zonas del tipo opuesto
de contuotividad pueden dar lugar a una aceidn de tremsis-
tor pardsita,

Por medio de un método de acuerdo con la inveheidn
se dspone el aislemiento eldetrico de modo que se eviten
dichas desventajas. Se dota a la oapa de silicio sobre el
goporte de una capa oon dibujo de Oxido de siliclo de una
menera descrita en los ejemplos precedenties., Durante este
proceso, se continde el trataniento de oxidacidn hasta que
el dibujo se extlende por todo el grosor de la cepa de sili-
olo, dividiéndose la ocapae de siliaio en una pluralidad de
partes separadas entre si por la capa con dibujo de éxido de
siliclo,

Haoclendo referencia o la figura 13, la capa con di-
bujo de &xido de sllicio estd designada por 100. Las partes
de la oapa de silicio separadas entre si por dicho dibujo,
por 101, y el soporte, por 102,

En las partes 10l pueden disponerse de menera con-
venolional elementos de clrouito, mlentras que la unidad pue=
fle reonbrirse oon una capa aislante que tiene un sistema de
pistas condue toras.

Resultard evidente que la invenoidn no se limitae a
los ejemplos desoritos anteriomente y quo dentro del aloan-
de de la invencidn son posibles muchas variantes para los
expertos en la tdonioca.

Bl dibujo similar = una capa de dxido de silicio no

545702



necesita smbubirse en dl cuerpoe de silioclo en todd su gro-
sor. Para elertas apliocaciones seréd sufioiente que se embu-
ta el dibujo en el ocuexpo de silicio en &l menos la mitad
de su grosor., Ias uniones pn de, por ejemplo, un transistor
5 de alte freouencia pusde aplicarse a profundidades mayores
gue las profundidades en las que se embube el dibujo. Enbon
ces no se obtienen uniones pn planas, pero no es neyesario
practicar pequefias aberturas e una gruesa capa de éxido,
mlentras que las capas de metal a las que tlenen que Iijar-
lo se los corductores, pueden, no ovstante, encontrarse so’org
una gruesa cepa de dxido (el dibujo), de modo que la capa~
citanocia entre estas capas de metsl y el ouerpo es pequsiia,
Con el fin de obbtener un dibujo embubido en el ousrpo de si-
licio precticamnte en todo su grosor, pueden interrwmplrse
15 los tratamientos de oxidacién mds de una vez para retirar
la capa de dxido resultente en &l menos parte de su grosor,
Ademds sntes de la apliocacidn del didbujo, puede so-
meterse el cuerpo de 8iliclo & wn tratamlento de ataque qui-
mico en las zonas en que tenga que disponerse el dibu;jo.. '
20 - La presente solicltud que oorresponde a la presenta-
de en Holands el 5 de Octubre de 1,966 con el nfmero 66-140L6
86 acoge a los beneficios del artioculo Sl del vigemte Esta~-
tubo sobre Propieded Industrial.

- 945702
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NoT A

Los puntos de invenocidn propia y nueva que £c presen
ten parea que sesn objJeto de esta solicitud de Patente de In
venclén en Espafia por VEINTE afios, son los siguientes:

12,~ Un método de fabricar un dispositivo semicon-
duetor qué comprende un ouerpo semiconduotor de silivio con
el menos un elemento de circulbo semicondustor para ai yue
esté dlspuesta una oapa de dxido de silicio Junto al gusy~
po de silicio, obteniendose la capa de éxido de silielo sus
tenclalmente plana por un trebemiento de oxidacidn en una
superficie del cuerpo de silioio y déndole la forma de una
oapa son dibujo de xido de silicio, despuéds de lo cuel se
somete la parte de la superficie no cubierta por la cape
con dibujo & trat amientos con el fin de oblener el elemento
de cireuito, oaracterizedo porque se dispone una capa con
dibujo de éxido de silicio embutida en el ouerpo de silieio
en al menos perte de su grosor enmascarando la superficle
del ousxpo de silicio looalmente contra la oxidacién duran=-
te el tratamiento de oxidacién.

22,- Un método segin la reivindicacién 1, caresteri-
zado porq;le se usilize una méscara que consliste en una capa
resistente a la oxidacién y con un grosor menor gue el de
la ocapa oon dibujo de &xido de silicio a disponer.

39,~ Un método segin las reivindicaciones 1 4 2, oa-
racterizaéo porgue se enmascare locelmente el cuexpo de si~

licio contra la oxidacién disponiendo una ocapa de nitruro

a. 345702
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49, Un método segin una cuslquiera de les reivindi=
caciones ﬁmoadent es, caracterizado porqus se interrumpe al
menos una vez el tratamiento de oxidaolén y porque se retira
la oapa de éxido de silicio xesulbante en al menos parte de
su grosor duremte la interrupeidn.

52, Un método segin wnae oualquiera de las reivindi-
ocaolones precedentes, caracteri zado porgue la cepa con dibue
Jjo se embubfe en el cuerpo de silielio en al menos 0,5 micras,

62,= Un método segdén una cuelgquiera de les reivindi-
cacl ones ﬁrecedentes, caracterizado porgue con gyuda Ge la
mésoara se doba B una capa oon divujo de bxido de silialo
de al menos una eberfura.

72,~ Un método segin la reivindicacidn 6, caracteri-
zado porq{xe se i'etira la mésoara de la superficie del ouex-
po de silieio en la sbertwsa, aplicéndose una capa de metal
sobre dicha superficie en la abertura oon el fin de obbtener
un diodo de Sohottky, mienbras que con el fin de permitir el
establecimiento de un contacto eléetrico, esta capa de me-
tal se exbtiende sobre la capa de éxido de silid o.

82,~ Un método segin la reivindicacién 6, caracteri-
zado porqus se retira la ndscare de la superficie del ouer=
po de silieio en la zbertura, se dispone una widn pn en el
cuprpo de silieio por difusl én de una impureze en dicha su=
perficie, y se lleva a contacto eon dicha superficlie una
oapa de metel, cuye capa se extiende sobre la ocapa de dxido
de silicio con el fin de pemitir el establecimiento de wn
eonteoto eldebrico,

92,~ Un método segdn las reivindicaciones 6 u 8,
osractexi zado porque despuds de la retirade de &l menos per-

te de la méscara desde la superficie del ocuerpo de silicio

%ég-ﬂ?nfw
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en la abertura, se dispone une uwnién pn en el ousrpo de si-
licio por la difusién de una impureza en la superfiecie des-
oubierta, estando dicha wnidn situada a una profundidad des-
de di cha superficie menor que la profundidad en que se em~
bute en el enerpo de silicio la oeapa cson dibujo.

108.~ Un método segdn la reivindicacién 8, caracte-
rizado porque emtes de la difusién de la impureza se rebtira
toda la méscara, mientras que despuds de la eplicacidn de
le wnidn pn y ocon ayuda de une méscara de difusidn se difun-
de una impureza en parte de la superfiecie del cuerpo ds si=-
liocio en la abertura de la sapa ocon dibujo para disponer una
segunda unidn pn a una profundidad menor que la unién pn ya
digpuesta.

112.- Un método segin la reivindicacidn 9, caracte-
rizado porque aubes de la difusidn de la impureza se retira
solo parocialmente la méscai‘a, mientras que despuds de la
difusidn y despuds de la provisién de una capa de dxido de
siliocio por oxidacidn en la abertura de la superficie no
cublierta por la parte restante de la néscara, ouya oapa de
éxido es méds delgada que la capa con dlbujo y estéd embutida
en &l menos parte de su grosor en el ouerpo de silicio, se
retire la parte restante de la méscara mientras que se difun~
de una impureze en la superficle descublerta para obbener
una unidn pn que forma una prolongacidn de la unidn ya dis-
puesta, asf{ como una impureze para obtener una seganda unidn
pn a una profundidad en el ocuerpo de silielo menor que diocha
prolongacién y a uns profundidad menor que la profundidad
e que estd embutida en el ouerpo de silicio la capa de éxi=
do més delgeda.,

128,~ Un método segdn las reivindicaciones 9, 10 d

o
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11, caracterizado porgue se dispone sobre la capa eon dibu-.
Jo de 8xido de silicio al menos una capa de metal que estd
coneotada a una zona obtenida por difusién de una impureza
y porgue se conecta un conductor a dicha capa de metal.

132,~ Un método segdn una cualquiera de las »elvine
dioaoiones-precedent es, para la fabricacidn de un eircuito
semd conductor monolftico gue tlene un cusrpo de siliclo,
una superficie del cual estd recubierta con una ocepa alisg-
lente sobre la que se dispone un sistema de pistas conduc-
toras que estd en contacto & través de sberturas de la ona=
pa aislante con zonas adyacentes & la ocapa aislante de al
menos dos elementos de cirouito previsbos en el ocwerpo de
silicio, mientras que el sistema Qe plstas conductoras tie-
ne al menos una zona de contacto aon la conexidn de un con-
ductor al sistems, caracterizado porque se dota a la super=
fieie del ouerpo de silicio de una oapa con dibujo de éxido
de silicio, despuds de lo cudl con syuda de una capa aislan-
te sobre la parte de la superficie no cublerta por la capa
con dibujo ocuya capa aislante es més delgada que la capa ocon
dibujo y que estd Junto a ella se disponen en el cusrpo de
silicio las zonas de los elementos de alrouito estando es~
tas zonas junto a dicha capa aislente, después de lo oual
se dispone sobre la capa aislante oonsistente en la cepa con
dibujo y le capa eislante mencionada més delgada, el siste-
me de pistas conductoras, ocuyas zonas de contacto estén dis-
puestas sobre la capa con dibujo;

142,~ Un método segdn una cualquiera de las reivin-
dicaciones-precedentes, caracteri zado porque el ouerpo de
silicio de partida consiste en una cepa de siliclo dispues-

ta sobre un soporte y porgue durente la aplicacién de la ca-

- 345702
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' log fines que se han especificado. %

miento de oxidacidén hasta que la capa con dibujo se ex-

tiende por todo el grosor de la capa de silicio, siendo :
la capa de silicio dividida en una pluralidad de partes 1
separadas entre si por la capa con dibujo.
152,~ Un método de fabricar un dispositivo semicon—%
ductor, i
Tal y como se ha descrito en la Memoria que ante- ‘

cede, representado en los dibujos gue se acompaiian ¥ para;

Esta Memoria consta de treinta y una hojas escritas

a méquina por una sola cara. i

i
!
(

H &
Madrid, 20 NOV. 50

P+A,
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